
С одерж ание меди в  ниж ней ты льной (невидимой) части 
конденсатора составляет 89,85 вес. %  в точке 3 (левая сторона) и 89,39 вес. %  
в точке К (правая сторона). Это сви детельствует о вы соком качестве этих 
областей контактов по составу  и  соответственно, косвенно, по проводимости.

В контактны х площ адках печатной платы содерж ится 88,43 вес. % 
(точка В, левая площ адка) и 88,66 вес. %  (точка Е, правая площ адка) меди 
соответственно. В проводниках (точки М  и Н) содерж ание Си составляет 
89,18 и 90,22 вес. %  соответственно. Э то подтверж дает хорош ее качество КП 
и проводников.

Н еравномерность толщ ины  диэлектрического слоя составляет 7,7 %, 
а проводников конденсатора (в области тела) -  25,6 % . Требования к этим 
слоям нам неизвестны. Н еобходим о уточнить у  изготовителей чип- 
конденсаторов.
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Задача форм ирования ш ирокоф орматны х структур для нано- и 
микроэлектроники и диф ракционной оптики требует разработки новых 
эффективных источников, способны х генерировать аналогичны е потоки 
низкотемпературной плазмы (Н Т П ). Ее реш ение осущ ествляется с помощью 
установок, реализую щ их ВЧ, СВЧ и магнетронный разряды, основным 
недостатком которы х является образование газоразрядной плазмы между 
электродами соответствую щ их устройств [1,2]. О днако контроль параметров 
потока плазмы в  них весьма затруднителен и требует сложных и 
дорогостоящих устройств и методик, т.к. внедрение измерительны х зондов в 
объем плазмы сопряж ено с изменением  параметров самой плазмы. Авторы [3] 
предлагают ф орм ировать ш ирокоф орматны е потоки Н ТП  с равномерным 
распределением части ц по его  сечению  внеэлектродны м газовым разрядом.



Размещ ение НТП за  пределами электродов устройства позволяет значительно 
упростить конструкцию  устройства контроля ее параметров, например, 
распределения частиц плазмы по сечению  газоразрядного потока.

В предлагаемом устройстве контроля параметров НТП использован 
метод коллектора, реализуемы й линейной систем ой изогнутых полостей, 
Конструкция устройства состоит из узлов: металлического пенала с 
отверстиями диаметром  d ,=  1 мм. количество которы х определяется 
диаметром  контролируемого потока; диэлектрика с полостями для посадки 
металлических изогнуты х трубок; крепеж ного диэлектрика для фиксации 
металлических трубок; изогнуты х металлических трубок; узла крепления. 
М онтаж металлических трубок  к разъ ем у осущ ествляю т многожильным 
проводом. Ф иксация всей конструкции вставляемой в пенал при совпадении 
отверстий в нем с  отверстиями металлических трубок осуществляется 
стопорным винтом.

При измерении поток заряж енны х частиц плазмы разбивается в 
отверстиях металлического пенала на м икропотоки, которые при попадании в 
миниколлекторы ф орм ирую т инф ормационны е сигналы , подаваемые на схему 
измерения.

В данной работе исследовался направленный поток плазмы с 
параметрами: диам етр 102 мм, энергия частиц до  6 кэВ, диапазон 
изменяю щ егося тока 1-140 мА. В качестве рабочего газа использовались 
воздух и хладон 14.

Применение предлагаемого устройства позволяет одновременно 
измерять характер распределения части ц по всему сечению потока плазмы.

Вы полненны е экспериментальны е исследования плотности тока 
заряженны х частиц, разработанным устройством  диагностики показали его 
эф фективность для проведения процесса измерения низкотемпературной 
плазмы, полученной источником внеэлектродного газового разряда.

Работа вы полнена при поддержке гранта Президента Российской 
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